
図 1. 透過スペクトル 

図 3. J-V，L-J特性 

図 2. HODの J-V特性 
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[はじめに]  有機 EL は自発光，広視野角，高コントラスト，広色再現性，低フリッカなどの特

徴を持ち，次世代ディスプレイとして注目されている。液晶や有機 EL 等のディスプレイ用の透

明電極としては主に indium-tin-oxide (ITO)や indium-zinc-oxide (IZO)などが用いられるが，インジ

ウムは希少金属であり，価格高騰から代替となる新しい透明電極が求められている。そのなか，

誘電体/金属/誘電体(DMD)の多層透明電極の有機デバイスへの応用が盛んに研究されている[1-4]。

本研究では，三酸化モリブデン(MoO3)誘電体と，Ag 金属を用いた誘電体/金属/誘電体透明電極を

形成し，有機 EL素子への応用を検討したので報告する。 

[実験]  ガラス基板上にMoO3 (20 nm)/ Ag (10 nm)/ MoO3 (20 nm)の

DMD 電極を形成後，正孔輸送層 4,4’-bis[N-(1-naphtyl)-N-phenyl-amino] 

biphenyl (α-NPD)を 50 nm，発光層 tris-(8-hydroxyquinoline) aluminum 

(Alq3)を50 nm，陰極LiF (1 nm)/ Al(70 nm)を抵抗加熱蒸着で成膜した。

比較のため，陽極 ITO (160 nm)を持つ素子を同時作製し，J-V特性を

評価した。次に DMD のホール注入特性評価のため ITO (160 nm)/ 

α-NPD (100 nm)/ MoO3 (20 nm)/ Ag (10 nm)/ 

MoO3 (20 nm)構造のホールオンリーデバイ

ス(HOD)を作製し，J-V 特性を評価した。ま

た，ITO が正，DMDが負の順バイアスで ITO

からのホール注入が，逆バイアスで DMD か

らのホール注入を観察した。 

[結果] DMD電極は 10 Ω/□以下のシート抵

抗であった。図 1 に透過スペクトルを示す。

555 nmで 70％以上の透過率を得た。図 2の

HOD の評価で，ITO と DMDのキャリア注入

性は異なり，DMD がより優れたホール注入

特性を持つことが分かった。図 3に素子特性

を示す。MoO3/Ag/MoO3/α-NPD/Alq3/LiF/Al

構造素子で，ITO 素子と同等の 8,600 cd/m
2
 

(@ 500 mA/cm
2
)の発光輝度を得た。 
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